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Экзаменационный билет №_3_
1. Максимальное количество баллов _20__. Приблизительное время на выполнение__50_
Методы и технологии получения полупроводниковых гетероструктур

Рисунок 1

2. Максимальное количество баллов _12__. Приблизительное время на выполнение__40_

В лазере, если уровни 1 и 2 разделены энергетическим интервалом E2−E1 ​ , то энергия
фотонов, испускаемых при переходе с 2 уровня на 1 уровень, соответствует центру
видимого спектра. Соотношение населённостей этих уровней в термодинамическом
равновесии при комнатной температуре. Принцип работы лазера. Виды лазеров

Рисунок 2 -механизмы квантовых переходов между электронными уровнями

3. Максимальное количество баллов _8__. Приблизительное время на выполнение__30_
Транзисторы на основе гетероструктуры. Характеристики транзисторов в зависимости от
материалов гетероструктуры. Физика работы биполярного гетероструктурного транзистора.

Рисунок 3

Критерий оценивания:
1._Точность ответа, аккуратность выполнения и изложения материала вес _40__%
2. Точность ответа, аккуратность выполнения и изложения материала вес _30__%
3. Точность ответа, аккуратность выполнения и изложения материала вес _30__%
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1.Максимальное количество баллов _20__. Приблизительное время на выполнение__50_
Полупроводниковые гетероструктуры: свойства и методы получения

Рисунок 1. Гетероструктура из особым образом расположенных пленок нитрида бора,
дисульфида молибдена и сульфида титана, заключенная между монослоями графена

2. Максимальное количество баллов _12__. Приблизительное время на выполнение__40_

Двумерный наноматериал графан представляет собой полностью гидрированную графитовую
плоскость. Определите брутто-формулу графана. Чему равен объём водорода при 250С и 100кПа,
который необходим для полного гидрирования 100 мг графена?.

Максимальное количество баллов _8__. Приблизительное время на выполнение__30_
3.Классификация транзисторв и принцип работы

Рисунок 2.
Критерий оценивания:
1._Точность ответа, аккуратность выполнения и изложения материала вес _40__%
2. Точность ответа, аккуратность выполнения и изложения материала вес _30__%
3. Точность ответа, аккуратность выполнения и изложения материала вес _30__%

Составил Байтимбетова Б.А.


